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はじめに 緑色、あるいはさらに長波長域での InGaN を用いた高効率な受発光素子実現のため、

下地結晶として利用可能な高品質 InGaN 厚膜の実現が求められている。我々のグループでは従来

InGaN 成長に用いられてきた MOVPE 法ではなく、トリハライド気相成長法(THVPE 法)による

InGaN 厚膜成長を提案している[1-3]。本研究では THVPE 法を用いて InGaN の厚膜成長を試みた

ので報告する。 

実験方法 独自に構築した InGaN-THVPE 装置を用いて N 極性(0001̄)GaN 自立基板上に InGaN の厚

膜成長を試みた。III 族供給分圧、III 族原料供給比[InCl3/(InCl3+GaCl3)]、NH3供給分圧をそれぞれ

PIII=5.0x10
-4

 atm, RIn=0.95, PNH3=8.0x10
-3

 atm とし、成長時間を 60~360 分と変化させて膜厚の異なる

試料を作製した。成長温度は InGaN の In 組成 5%が得られる 930ºC に設定した。試料の構造特性

や In 組成の同定は X 線回折測定、膜厚や表面形態の観察は走査型電子顕微鏡を用いて評価を行っ

た。 

結果及び考察 Fig. 1 に成長時間と膜厚の関係を示す。成長時間に対して InGaN の膜厚は直線的に

増加しており、6 時間の長時間成長を行っても反応管壁面への析出による意図しない原料の消費

の影響がないことを示している。Fig. 2 に成長時間を変化させて成長した膜厚の異なる InGaN の X

線 2測定の結果を示す。GaN(0002̄)に由来するピークは InGaN の膜厚増加と共に減少し、InGaN

膜厚が 5 m を超えると GaN 由来のピーク強度は分離出来ないほど小さくなった。また、いずれ

の膜厚においても(0002̄)以外のピークが観測されず、長時間成長においても-c 軸配向した InGaN

結晶を得ることができ、10 m を超える InGaN 厚膜のエピタキシャル成長に成功した。以上より、

THVPE 法による InGaN 厚膜実現の可能性が示唆された。結晶性や表面形態等、詳細は当日報告

する。 
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Fig. 1 Relationship of layer thickness and growth time Fig. 2 2 XRD profiles of InGaN layers 
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